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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 下部電極と上部電極の間に発光層を含む有機EL層が形成され、前記上部電極の上に前記
上部電極おける電圧降下を低減させるための補助電極が形成された有機EL基板を有する有
機ELパネルの製造方法であって、
　補助電極形成室内に、駆動回路基板上に有機ＥＬ素子を設けた有機ＥＬ基板と導電性薄
膜を含む第1の薄膜層を形成したドナー基板とを、前記有機ＥＬ基板と前記ドナー基板と
が接触しない所定のギャップをもって対向させて配置し、
　前記補助電極形成室内を１００Pa以下の圧力まで排気し、
前記ドナー基板の前記第1薄膜を形成した面とは反対側の面にレーザー光を照射すること
により前記ドナー基板表面に衝撃波を発生させ、前記衝撃波により前記第1の薄膜層を前
記ドナー基板から剥離させ、前記剥離した薄膜片を前記ドナー基板に対向して配置された
前記有機EL基板上に転送し、前記有機EL基板の所定の場所に前記補助電極を形成すること
を特徴とする有機EL表示パネルの製造方法。
【請求項２】
　前記ドナー基板を前記レーザー光を透過する支持基板と該支持基板上に形成した前記レ
ーザー光を吸収する第2の薄膜層とから構成したことを特徴とする請求項１に記載の有機E
L表示パネルの製造方法。
【請求項３】
　前記第2の薄膜層を所定のパターン形状を有する薄膜パターンとしたことを特徴とする
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請求項２に記載の有機EL表示パネルの製造方法。
【請求項４】
　前記ドナー基板を構成する前記支持基板と前記第2の薄膜層の間に前記第2の薄膜層に対
する反射防止膜を形成することを特徴とする請求項２または請求項３に記載の有機EL表示
パネルの製造方法。
【請求項５】
　前記反射防止膜を、少なくとも、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコン、酸
化チタン、酸化アルミ二ウム、のいずれかの材料からなる薄膜層を含むことを特徴とする
請求項４に記載の有機EL表示パネルの製造方法。
【請求項６】
　前記第2の薄膜層の前記支持基板の側を粗面にすることを特徴とする請求項２または請
求項３に記載の有機EL表示パネルの製造方法。
【請求項７】
　前記第2の薄膜層がAl、Cu、Au、Ag、W、Ta、Ti、Ni、Cr、Mo、Fe あるいはこれらを含
む合金 のいずれかの材料からなる薄膜層を含むことを特徴とする請求項２乃至５に記載
の有機EL表示パネルの製造方法。
【請求項８】
　前記ドナー基板を箔状部材とし、該箔状部材をNiを主成分とする部材、あるいは、Fe-N
i合金からなる部材としたことを特徴とする請求項１に記載の有機EL表示パネルの製造方
法。
【請求項９】
　前記箔状部材の板厚を10μm以上かつ50μm以下としたことを特徴とする請求項８に記載
の有機EL表示パネルの製造方法。
【請求項１０】
　接続された一連の設備において、前記第1の薄膜層を前記ドナー基板上に形成し、次い
で、前記ドナー基板から剥離した前記第1の薄膜層からなる薄膜片を転送することにより
、前記補助電極を形成することを特徴とする請求項1乃至９に記載の有機EL表示パネルの
製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は有機ELパネルおよびその製造方法に係り、特に、画面の輝度を均一にするため
の補助電極の形成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有機ELパネルには、支持基板側から光を取り出すボトムエミッション型と反対側から光
を取り出すトップエミッション型 がある。ボトムエミッション型パネルの場合、支持基
板側の第1の電極(下部電極)を光透過材料で構成し、支持基板と反対側の第2の電極(上部
電極)は光反射材料（例えば金属膜）で構成する。それに対し、トップエミッション型パ
ネルの場合には、第１の電極を光反射材料で構成し、第2の電極を光透過材料で構成する
。
【０００３】
　有機ELパネルの駆動方式としてアクティブマトリクス方式を用いた場合，第１電極と基
板との間に薄膜トランジスタ(TFT) 素子が形成されることから、素子構造としてはトップ
エミッション型であるほうが開口率を大きくでき、より大画面化に適している。しかしト
ップエミッション型の場合，第2の電極を透明もしくは半透明の光透過性材料で構成する
必要があり、ITO膜やIZO膜を用いることが多い。
【０００４】
　しかし、ITO膜やIZO膜は抵抗値が高いため、大画面化したときに電圧降下が起き、画面
の中央部と周辺部で発光強度が異なり画質低下が生じることが問題となる。これを解決す
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るため、低抵抗材料からなる補助電極(補助配線)を設け、これを第2の電極に接続するこ
とにより、第2の電極の抵抗を下げることが提案されている。
【０００５】
　補助電極を有機EL素子の上部電極形成時に設ける方法としては上部電極上に直接堆積す
る方法と上部電極を形成する前に形成する方法がある。これらの補助電極の形成方法とし
ては、例えば、「特許文献１」、「特許文献２」、「特許文献３」、「特許文献４」等が
挙げられる。
【０００６】
【特許文献１】特開２００１－２３００８６号公報
【特許文献２】特開２００３－２８８９９４号公報
【特許文献３】特開２００４－２８１４０２号公報
【特許文献４】特開２００６－３３１９２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　補助電極の形成方法としては、有機ELパネル用回路基板内に低抵抗材料からなる電極パ
ターンを形成しておき、該電極パターンを有機EL素子の第2の電極と接続する方法(方法A)
と、有機EL素子の有機層を形成した後に低抵抗材料からなる電極パターンを形成する方法
(方法B)がある。
【０００８】
　上記方法Aの場合、補助電極パターンの形成には周知のフォトエッチング法を用いるこ
とができる。すなわち、AlやCu等の低抵抗材料をスパッタリング法等周知の方法を用いて
成膜し、フォトレジストパターンを用いる周知のフォトエッチング法により形成できる。
この場合には、回路基板製造工程が増えるため、回路基板のコスト増の原因となる。補助
電極を有機EL素子の第1の電極と同じ材料で構成することにより補助電極パターン形成の
ための工程を削減できるが、その上に形成する絶縁層(バンク)にスルーホールを設ける工
程が必要となる。また、補助電極パターンと有機EL素子の第2の電極と接続するために、
有機EL素子の有機層を除去する必要がある。これは、製造コスト増大・歩留まり低下の一
因となる。
【０００９】
　方法Bの場合には、メタルマスクを用いてAlやCu等の低抵抗材料のマスク蒸着を行い、
補助電極パターンを形成すればよい。この場合には、補助電極パターンはIZO膜やITO膜、
ZnO膜等の光透過性材料からなる第2の電極の下層でも上層でも差し支えない。しかし、有
機ELパネルの開口率を下げないためには、補助電極パターンを画素間に設ける必要がある
。これには、超高精度のメタルマスクが必要であり、有機ELパネルの大画面化・高精細化
に伴い、実現が難しくなる。このように、方法Aと方法Bのいずれの場合にも、低コストで
高歩留まりで製造できる補助電極形成方法が見つかっていない。
【００１０】
　駆動回路基板にあらかじめ補助電極を形成する方法は、周知のフォトプロセスを用いて
形成できるために微細化でき、トップエミッション型有機ELでは開口率を低下させない利
点を有している。しかし、バンクや平坦化層等の絶縁層にスルーホールを形成し、補助電
極と上部電極と該スルーホールを介して接続する必要があるため、駆動回路基板の製造コ
ストを上げてしまう。また、有機EL素子を形成した後でのスルーホール内の清浄化ができ
ないため、スルーホール内での接続信頼性に問題が残る。
【００１１】
　補助電極を有機EL素子の上部電極形成時に設ける方法では、溶剤・水分などにより有機
EL素子を構成する有機材料が有機層がダメージを受けるため周知のフォトリソグラフィー
法を用いることはできない。そのため、マスク蒸着を用いることになるが、大画面・高精
細化が進むにつれ、蒸着マスクの精度が限界になり、補助電極のパターニングが不可能と
なる。
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【００１２】
　本発明は以上のような問題点を解決するものであり、高精細画面においても、補助電極
を形成することを可能とし、輝度傾斜の少ない高画質表示を可能とする有機ＥＬ表示装置
を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明は上記課題を解決するものであり、具体的手段は次のとおりである。
【００１４】
　（１）下部電極と上部電極の間に発光層を含む有機EL層が形成され、前記上部電極の上
に前記上部電極おける電圧降下を低減させるための補助電極が形成された有機EL基板を有
する有機ELパネルの製造方法であって、導電性薄膜を含む第1の薄膜層を形成したドナー
基板にレーザー光を照射することにより前記第1の薄膜層に衝撃波を発生させ、該衝撃波
により前記第1の薄膜層を前記ドナー基板から剥離させ、前記剥離した薄膜片を前記ドナ
ー基板に対向して配置された前記有機EL基板上に転送して前記補助電極を形成することを
特徴とする有機ELパネルの製造方法。
【００１５】
　（２）下部電極と上部電極の間に発光層を含む有機EL層が形成され、前記上部電極の上
に前記上部電極おける電圧降下を低減させるための補助電極が形成された有機EL基板を有
する有機ELパネルの製造方法であって、第1の薄膜層を形成したドナー基板にレーザー光
を照射することにより前記ドナー基板表面に衝撃波を発生させ、前記衝撃波により前記第
1の薄膜層を前記ドナー基板から剥離させ、前記剥離した薄膜片を前記ドナー基板に対向
して配置された前記有機EL基板上に転送し、前記有機EL基板の所定の場所に前記補助電極
を形成することを特徴とする有機EL表示パネルの製造方法。
【００１６】
　（３）前記ドナー基板を前記レーザー光を透過する支持基板と該支持基板上に形成した
前記レーザー光を吸収する第2の薄膜層とから構成したことを特徴とする（２）に記載の
有機EL表示パネルの製造方法。
【００１７】
　（４）前記第2の薄膜層を所定のパターン形状を有する薄膜パターンとしたことを特徴
とする（３）に記載の有機EL表示パネルの製造方法。
【００１８】
　（５）前記ドナー基板を構成する前記支持基板と前記第2の薄膜層の間に前記第2の薄膜
層に対する反射防止膜を形成することを特徴とする（３）または（４）に記載の有機EL表
示パネルの製造方法。
【００１９】
　（６）前記反射防止膜を、少なくとも、酸化シリコン、窒化シリコン、酸化窒化シリコ
ン、酸化チタン、酸化アルミ二ウム、のいずれかの材料からなる薄膜層を含むことを特徴
とする（５）に記載の有機EL表示パネルの製造方法。
【００２０】
　（７）前記第2の薄膜層の前記支持基板の側を粗面にすることを特徴とする（３）また
は（４）に記載の有機EL表示パネルの製造方法。
【００２１】
　（８）前記第2の薄膜層がAl、Cu、Au、Ag、W、Ta、Ti、Ni、Cr、Mo、Fe あるいはこれ
らを含む合金 のいずれかの材料からなる薄膜層を含むことを特徴とする（３）乃至（６
）に記載の有機EL表示パネルの製造方法。
【００２２】
　（９）前記ドナー基板を箔状部材とし、該箔状部材をNiを主成分とする部材、あるいは
、Fe-Ni合金からなる部材としたことを特徴とする（２）に記載の有機EL表示パネルの製
造方法。
【００２３】
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　（１０）前記箔状部材の板厚を10μm以上かつ50μm以下としたことを特徴とする（９）
に記載の有機EL表示パネルの製造方法。
【００２４】
　（１１）接続された一連の設備において、前記第1の薄膜層を前記ドナー基板上に形成
し、次いで、前記ドナー基板から剥離した前記第1の薄膜層からなる薄膜片を転送するこ
とにより、前記補助電極を形成することを特徴とする（１）乃至（１０）に記載の有機EL
表示パネルの製造方法。
【００２５】
　（１２）下部電極と上部電極の間に発光層を含む有機EL層が形成され、前記上部電極の
上に前記上部電極おける電圧降下を低減させるための補助電極が形成された有機EL基板を
有する有機ELパネルの製造方法であって、ドナー基板に形成した導電膜である薄膜層をレ
ーザーアブレーションにより蒸発させ、前記ドナー基板に対向して配置された前記有機EL
基板上に前記補助電極を形成することを特徴とする有機EL表示パネルの製造方法。
【００２６】
　（１３）下部電極と上部電極の間に発光層を含む有機EL層が形成され、前記上部電極の
上に前記上部電極おける電圧降下を低減させるための補助電極が形成された有機EL基板を
有する有機ELパネルの製造方法であって、ドナー基板に第1の薄膜層と導電膜である第２
の薄膜層を形成し、前記第１の薄膜層にレーザーを照射することによるレーザーアブレー
ション現象によって前記第１の薄膜層を蒸発させ、前記第２の薄膜層を、ドナー基板に対
向して配置された前記有機EL基板上に前記補助電極を形成することを特徴とする有機EL表
示パネルの製造方法。
【００２７】
　（１４）前記第１の薄膜層の前記支持基板側を粗面にすることを特徴とする請求項１２
または（１３）に記載の有機EL表示パネルの製造方法。
【００２８】
　（１５）導電性薄膜からなる第1の電極と、前記第1の電極上に形成された発光層を含む
有機EL層、前記有機層上に形成された導電性薄膜層からなる第2の電極からなる有機ＥＬ
素子を複数個配列してなる表示領域を回路基板上に形成した有機ELパネルであって、前記
回路基板内の電気回路と接続された第3の電極が前記表示領域内の前記第2の電極と離間し
て形成され、前記第2の電極より低い電気抵抗を有する材料からなる補助電極により前記
第2の電極と前記第3の電極を電気的に接続することを特徴とする有機ELパネル。
【００２９】
　（１６）導電性薄膜からなる第1の電極と、前記第1の電極上に形成された発光層を含む
有機EL層と、前記有機層上に形成された導電性薄膜層からなる第2の電極からなる有機Ｅ
Ｌ素子を複数個配列してなる表示領域を回路基板上に形成した有機ELパネルであって、前
記表示領域内の前記第2の電極は少なくとも2つ以上のブロックに分割され、分割された各
ブロックは、前記第2の電極より低い電気抵抗を有する材料からなる補助電極により電気
的に接続されていることを特徴とする有機ELパネル。
【００３０】
　（１７）前記第2の電極と前記第3の電極は同じ材料で形成されていることを特徴とする
（１５）に記載の有機ELパネル。
【００３１】
　（１８）前記第2の電極と前記補助電極は同じ材料で形成されていることを特徴とする
（１６）に記載の有機ELパネル。
【００３２】
　（１９）配線には断線部が存在し、前記断線部は金属材料によって接続されている配線
基板であって、前記金属材料は、導電性薄膜を含む第1の薄膜層を形成したドナー基板に
レーザー光を照射することにより前記第1の薄膜層に衝撃波を発生させ、該衝撃波により
前記第1の薄膜層を前記ドナー基板から剥離させ、前記剥離した薄膜片を前記ドナー基板
に対向して配置された前記配線基板に転送させて形成されていることを特徴とする配線基
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板。
【００３３】
　（２０）配線には断線部が存在し、前記断線部は金属材料によって接続されている配線
基板であって、前記金属材料は、第1の薄膜層を形成したドナー基板にレーザー光を照射
することにより前記ドナー基板表面に衝撃波を発生させ、前記衝撃波により前記第1の薄
膜層を前記ドナー基板から剥離させ、前記剥離した薄膜片を前記ドナー基板に対向して配
置された前記配線基板に転送させて形成されていることを特徴とする配線基板。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明によれば、レーザー転送によって上部電極を形成するので、有機ＥＬ表示装置の
画面が高精細となっても、補助電極の形成が可能となる。したがって、高精細画面であっ
て、画面における輝度傾斜の小さい有機ELパネルを製造することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　本発明の具体的な実施例を説明する前に、本発明が適用される、補助電極を用いたトッ
プエミッション型有機ＥＬ表示装置の構成について説明する。本発明による薄膜パターン
形成方法を補助電極形成に適用した有機EL基板100を図1と図2に示す。本明細書では、駆
動回路基板上に有機EL素子を形成したものを有機EL基板100、有機EL基板を封止したもの
を有機ELパネル200と呼ぶ。図１は、本発明を適用した有機EL基板100の要部平面図であり
、上部電極108と駆動回路基板内配線の接続部と有機EL素子形成部を示している。図２（
Ａ）は図１のＡ－Ｂ断面を、図２（ｂ）は図１のＣ－Ｄ断面図である。
【００３６】
　図１において、赤画素106R、緑画素106G、青画素106Bが各々縦方向に配列している。全
画素を覆って上部電極108である第２の電極が形成されている。第２電極の上で、各画素
の間には、補助電極が横方向に延在している。図１の左側には、スルーホール112が形成
されており、このスルーホール112によって図示しない電源線と第２電極108が導通してい
る。
【００３７】
　図２（Ａ）において、薄膜トランジスタ(TFT)や配線が形成された駆動回路基板101上に
アクリルやポリイミド等からなる平坦化層102が形成され、該平坦化層102上には第1の電
極(下部電極)103が設けられている。第1の電極103は平坦化層102に設けられたスルーホー
ル(図示せず)を介して駆動回路基板101内のTFTに接続されている。第1の電極103はITO膜
や金属膜(Al、Cr、Moなど)、それらの積層膜(たとえば、Al膜上にITO膜を積層したITO／A
l膜など)により形成される。第1の電極103のパターン周縁を被覆するように、シリコン酸
化膜やシリコン窒化膜等からなる絶縁薄膜あるいはポリイミド、アクリル等の有機絶縁膜
からなるバンク104が形成されている。バンク104の開口部内の第1の電極103を被覆するよ
うに有機EL素子を構成する有機膜105、106、107が形成されている。106は発光層を示して
おり、赤色、緑色、青色に対応して106R、106G、106B、に分離されている。発光層の分離
成膜には、メタルマスクを用いたマスク蒸着法、インクジェット法、レーザー転写法、印
刷法などを用いることができる。これらの膜には、発光層のほかに、ホール輸送層、電子
輸送層、ホールブロッキング層等が含まれることもある。有機膜105と107は赤色発光素子
、緑色発光素子、青色発光素子に共通して形成される共通層であり、ホール注入層、ホー
ル輸送層、電子輸送層、電子注入層、等である。有機膜107上にはIZOやITO、ZnO等の透光
性導電性材料からなる第2の電極(上部電極)108が形成されている。第2の電極108はバンク
層104や平坦化層102に設けられているスルーホール部112まで延伸しており、スルーホー
ル部112を通して駆動回路基板101内の配線111と接続されている。第2の電極108上の発光
素子106間にはAlやCu等の低抵抗材料からなる補助電極109が設けられている。この例では
、補助電極109はスルーホール部112上には形成されていないが、形成されていても差し支
えない。
【実施例１】
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【００３８】
　本発明による薄膜パターンの形成方法の第1の実施例を図3に示す。この図は、補助電極
109の形成方法に用いることができる薄膜パターンの形成方法を示した工程フロー図であ
る。11は工程で用いるレーザー光を透過させる透光性支持基板を、12は補助電極109を形
成する材料からなる第1の薄膜層を、13は第1の薄膜層が剥離して形成された薄膜片を、30
0は透光性支持基板11と第1の薄膜層12からなるドナー基板を示している。10は成膜室であ
ることを示しており、薄膜片の転送を伴う薄膜パターン形成に好適な雰囲気が維持されて
いる。
【００３９】
　本実施例では、レーザー光を透過する支持基板上に形成する少なくとも1層の導電性薄
膜を含む第1の薄膜層にレーザー光を吸収させることによって衝撃波を発生させ、このエ
ネルギーによって第1の薄膜層をドナー基板300から剥離し、この剥離片をドナー基板300
に対向して配置されたデバイス基板上に転送・付着させることによって薄膜パターンを形
成している。
【００４０】
　以下に図３に示す製造工程を詳しく説明する。図３(a)において、まず、使用するレー
ザー光を透過できる支持基板11を準備する。エキシマレーザーやYAGレーザーの第3高調波
、第4高調波等、波長が400nm以下の短波長レーザーを用いる場合には石英板を用いる。YA
Gレーザーの第2高調波、波長が700～900nmの半導体レーザを用いる場合には、周知の耐熱
ガラスや無アルカリガラス、ソーダガラスを用いることができる。ここでは、YAGレーザ
ーの第2高調波(532nm)を用いることにする。
【００４１】
　図３(b)において、支持基板11上に補助電極109として用いる材料からなる第1の薄膜層1
2を形成する。これで補助電極を形成するためのドナー基板300が出来上がる。この第1の
薄膜層12の材料としては抵抗の低いAlやCu等を用いる。
【００４２】
　図３(c)において、補助電極形成室10内に、駆動回路基板101上に有機EL素子形成部110
を設けた有機EL基板100とドナー基板300を所定のギャップで対向させて設置する。次いで
、100Pa以下の圧力まで真空排気を行い、ドナー基板300に設けた第1の薄膜層12を前記有
機EL基板に転送する雰囲気を作製する。この雰囲気は、残留ガスの影響を抑制するため、
高真空であることが望ましい。なお、前記薄膜片の転送雰囲気は大気圧であっても良いが
、転送に対する抵抗が大きくなるとともに、残留ガスの影響を受けることとなる。
【００４３】
　図３(d)において、ドナー基板300の背面側(第1の薄膜層を形成した面の反対側の面)か
らレーザー光LA(たとえば、YAGレーザーの第2高調波、波長:532nm)を第1の薄膜層12の所
定の場所(補助電極パターンを形成する場所)に照射し、衝撃波を誘起する。レーザー光LA
の照射場所は、コンピュータ制御による番地指定で行っても良いし、補助電極パターンに
対応する開口部が設けられた遮光マスクを用いても良い。レーザー光LAの波長としては第
1の薄膜層12に吸収されるものを選択する。レーザーとしてはパルスレーザーを用い、第1
の薄膜層12の温度上昇を防止し、衝撃波を発生させるように、パワーとパルス幅、繰り返
し周波数を設定する。第1の薄膜層12の温度上昇を防止し、衝撃波を発生させるためには
、第2の薄膜層12によるレーザー光の吸収率を高くすることによりレーザーパワーを低く
することはもちろんであるが、第1の薄膜層12に弾性波が発生する繰り返し周波数内でパ
ルス幅を狭くすることが有効である。レーザーの照射時間に比べて非照射時間を十分長く
することによって、冷却時間を取れるからである。すなわち、レーザー照射によって温度
が上昇した部分の冷却が可能になるからである。
【００４４】
　図３(e)において、第1の薄膜層12のレーザー光LAが照射された部分には衝撃波が誘起さ
れ、発生した衝撃波によって、その場所に積層されていた第1の薄膜層12が剥離する。第1
の薄膜層12が剥離して形成された薄膜片13は発生した衝撃波からエネルギーを得て有機EL
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基板100に向かって飛び出す。第1の薄膜層13の一部を薄膜片として剥離させるためには、
第1の薄膜層12と支持基板11の密着強度が発生する衝撃波の音圧より低いこと、第1の薄膜
層12の膜強度が発生する衝撃波の音圧より高いこと、衝撃波発生境界での第1の薄膜層12
の膜強度が発生する衝撃波の音圧より低いこと、が要求される。第1の薄膜層12の一部が
剥離して発生した薄膜片13をドナー基板300から有機EL基板100に転送するには、ドナー基
板300と有機EL基板を接触させても良い。しかし、効率よく転送するためには、有機EL基
板100とドナー基板300を接触しないようにして、できるだけ接近して対向させることが必
要であり、できれば、0.01～0.1mmとするのが好ましい。
【００４５】
　図３(f)において、有機EL基板100に向かって飛び出した薄膜片13はドナー基板300と有
機EL基板100の間の空間を移動し、有機EL基板100に到達して付着する。これにより、有機
EL基板100上に補助電極109が形成される。
【００４６】
　最後に図３(g)において、補助電極109を形成した有機EL基板100を成膜室10から取り出
し、次の封止工程に送る。これにより、図9から図11に概略を示した有機ELパネル２００
が完成する。
【００４７】
　第1の薄膜層12は補助電極として用いることから、有機EL素子の第2の電極108である透
明導電膜より低抵抗であることが要求される。このような材料として、上記工程の説明で
取り上げたAlやCuのほかに、Au、Ag、W、Ta、Ti、Ni、Cr、Mo、等を用いることができる
。
【００４８】
　第1の薄膜層12に衝撃波を発生させるためには、第1の薄膜層12がレーザー光を吸収する
必要がある。そのためには、レーザー光に対する吸収率が高い材料を用いることと、第1
の薄膜層12の入射面でのレーザー光の反射を防止する必要がある。
【００４９】
　第1の薄膜層12のレーザー光吸収を高めるためには、パワーを増やすことも有効である
が、温度を上げることにもなり、好ましくない。Alの場合には800～900nmの半導体レーザ
ーを、Ni、Cu等の金属にはYAGの第2高調波より短波長のレーザーを用いるなどして、レー
ザー光の吸収が大きくなるように、材料とレーザーを組み合わせるのが好ましい。
【００５０】
　第1の薄膜層12の入射面でのレーザー光の反射を防止するには、支持基板11と第1の薄膜
層12の間に反射防止膜を挿入することが有効である。W、Ta、Ti、Ni、Cr、Mo、C等を挿入
膜とすることによって、Alなどの可視光反射率の高い材料もYAGの第2高調波に対しても使
用可能となる。これらの金属膜を挿入した場合には、金属膜に衝撃波が発生することにな
る。また、反射防止膜としてITOやIZO、ZnO等の導電性透明薄膜や、シリコン窒化膜、シ
リコン酸化膜、シリコン酸化窒化膜、チタン酸化膜、アルミニウム酸化膜等の透明絶縁膜
を用いることができる。この場合には、挿入膜はレーザー光を透過させ、干渉効果を用い
てレーザー光の反射を防いでいる。
【００５１】
　また、第1の薄膜層12の入射面でのレーザー光の反射を防止するためには、第1の薄膜層
12のレーザー光の入射面側を粗面にすることも有効である。このためには、支持基板表面
の機械的粗面化、ポリシラザンの塗布・セラミック化、ゾルゲル法によるセラミック形成
などが有効である。
【００５２】
　第1の薄膜層12のレーザー光の入射面は補助電極では表面となるので、第1の薄膜層12の
レーザー光の入射面の反射率を低下することは、補助電極表面の反射率低下の効果を得る
ことができる。
【００５３】
　第1の薄膜層12が衝撃波によって剥離するためには、発生する衝撃波エネルギーによっ
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て第1の薄膜層12は破壊されてはならないが、衝撃波発生境界では切断されることが必要
である。しかし、Alのように柔らかい膜の場合、衝撃波による切断が困難な場合もある。
【００５４】
　これを解決するためのプロセスを図4と図5に示す。図4は、図3で示した薄膜パターンの
形成方法において、第1の薄膜層12と支持基板11の間にパターン化された下地薄膜層14を
挿入したものである。下地薄膜層14はパターン化されており、レーザー光を透過するか、
吸収して衝撃波を発生する材料により構成する。下地薄膜層14に衝撃波を発生させる場合
には、第1の薄膜層12のみが剥離し転送されても、下地薄膜層14と第1の薄膜層12の積層膜
が剥離転送されても良い。このようにすることにより、下地薄膜層14のパターン境界にお
いて段差が発生し、このパターン境界での第1の薄膜層12の切断が容易になる。この効果
をより有効にするには、下地薄膜層14のパターンの断面形状を、急峻にするか、逆テーパ
にすることが望ましい。
【００５５】
　図5は、図3で示した本発明による薄膜パターン形成方法において、第1の薄膜層12を補
助電極パターン形状にパターン化することを示したものである。これにより、第1の薄膜
層12の剥離時の第1の薄膜層12切断の問題がなくなる。この場合、図6と図7に示すように
、補助電極の断面形状を順テーパにしたり、逆テーパにすることが可能となる。
【００５６】
　図６(a)はガラス基板に断面形状を逆テーパした薄膜層121をガラス基板に形成した例で
ある。そして、レーザーを薄膜層121に照射することによって衝撃波を発生させ、図６(d)
に示すように、回路基板101に順テーパの補助電極109を形成する。
【００５７】
　図６(b)は振動を生ずる下地箔15に薄膜層121を形成した例である。レーザーによって発
生する衝撃波によって回路基板101に順テーパの補助電極109を形成している。図６(b)の
下地箔15にレーザーを照射し、レーザーによって発生する衝撃波によって回路基板101に
順テーパの補助電極109を形成している。また、図６(c)はガラス基板１１に形成された下
地層122に薄膜層121を形成した例である。図６(c)の下地層１２２にレーザーを照射し、
レーザーによって発生する衝撃波によって回路基板101に順テーパの補助電極109を形成し
ている。
【００５８】
　図７は、有機EL基板100に逆テーパの補助電極109を形成する場合であり、プロセスは図
６で説明したと同様である。
【００５９】
　図５に戻り、第1の薄膜層12は剥離転送された後、駆動回路基板101上に形成された有機
EL素子形成部110の上部電極8に付着される。なお、上部電極8 はIZO等の透光性導電膜で
形成されている。上部電極8への第1の薄膜層12の付着力を高めるためには、第1の薄膜層1
2の表面を清浄にすることが効果的であり、レーザー剥離転写工程直前に、スパッタリン
グや蒸着法により形成することが有効である。また、IZO等の透明導電膜との相性がよく
密着性が良い膜で透明支持基板11に形成した第1の薄膜層12の表面を被覆することも有効
である。
【００６０】
　本実施例では、図２に示すように有機EL素子の上部電極108の上に補助電極109を形成し
ているが、図8に示すように、本方法による補助電極109を形成してから、上部電極108を
形成しても差し支えない。
【００６１】
　以上述べてきたように、本発明による補助電極形成によれば、下記効果を得ることがで
きるため、補助電極の高精細化、大面積基板への形成が可能になり、有機ELパネルの高品
質化、大面積化に寄与できる。
（1）微細化・大面積化が困難なメタルマスク(蒸着マスク)を用いる必要がない。
（2）真空蒸着やスパッタ法を用いていないため、補助電極を形成するデバイス基板の温
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度を低く抑えることができる。
（3）ドナー基板上に形成された第1の薄膜層の層構成が維持されて補助電極が形成される
。ドナー基板への薄膜層形成に対する制限が少ないため、種々の膜を用いた積層構造を作
製できる。これにより、多層補助電極や反射防止層の形成、密着層の挿入なども可能にな
る。
【００６２】
　本発明による補助電極を形成した有機EL基板を封止ガラスで封止することなどにより有
機ELパネル200が完成する。本発明による有機EL基板を封止して、有機ELパネル200と形成
した例を、図9～図11に示す。図9は補助電極109を有する有機EL素子を設けた駆動回路基
板101と封止ガラス113をシール剤(図示せず)を用いて貼り合わせ、駆動回路基板101と封
止ガラス113の間の封止空間114を窒素等の不活性ガスを充填したものである。
【００６３】
　図10は、補助電極109を有する有機EL素子を設けた駆動回路基板101の有機EL素子形成部
を樹脂シート114により被覆したものである。樹脂シートとしてはエポキシ系高分子化合
物、アクリル系高分子化合物、ポリイミド系高分子化合物、などを用いることができる。
樹脂シート114と上部電極108・補助電極109の間には、シリコン系絶縁層(シリコン窒化膜
、シリコン酸化膜、シリコン窒化酸化膜)やアルミニウム酸化膜等の無機系絶縁薄膜を介
在させても良い。また、封止ガラス113の代わりにガスバリア層を設けたプラスチック等
を用いても良い。
【００６４】
　図11は、補助電極109を有する有機EL素子を設けた駆動回路基板101の有機EL素子形成部
を薄膜封止層115により被覆したものであり、有機ELパネル200を薄くできる。薄膜封止層
115としては、前述した無機系絶縁薄膜、ポリイミド、アクリル等の有機系絶縁薄膜を用
いればよい。実際的には、無機系絶縁薄膜と有機系絶縁薄膜の多層膜として用いる。図10
と図11に示した実施例では、補助電極9を樹脂シートや薄膜封止層により押さえ込んでい
るため、補助電極9の密着力を高める効果が得られる。
【実施例２】
【００６５】
　図12は、本発明による薄膜パターンの形成方法の第2の実施例を示す工程フロー図であ
る。第1の実施例では、補助電極9の部材となる第1の薄膜層12に衝撃波を発生させている
が、この実施例では、支持基板15にレーザー光を吸収させることにより衝撃波を発生させ
る。照射するレーザーとしてYAGの第2高調波を用いると、NiやFe-Ni合金に大きな衝撃波
を発生できる。すなわち、Ni板や42アロイやインバ材のようなFe-Ni合金により支持基板1
5とし、その上に第1の薄膜層12を形成している。支持基板15のレーザー照射面側に衝撃波
が発生するため、第1の薄膜層12を衝撃波により剥離・転送させるためには支持基板15の
反対側の面(第1の薄膜層12が形成されている面)に衝撃波を伝える必要がある。そのため
、支持基板15の厚みを厚くはできず、0.2mm以下とすることが望ましい。支持基板15の厚
みは、より好ましくは１０μｍから５０μｍである。また、支持基板15にテンションを付
与しておくと、照射するレーザーのパワーを低くできる。
【００６６】
　図１２（ａ）および１２（ｂ）に示すように、支持基板15に薄膜層12を形成する。これ
によってドナー基板1200を形成する。真空排気するプロセス室で有機El基板100を対向さ
せて配置し（図１２（ｃ））、支持基板15にレーザーを照射する（図１２（ｄ）。そうす
ると、衝撃波によって薄膜片が剥離し（図１２(e)）、有機El基板100に付着する（図１２
（ｆ））。その後、有機El基板100をプロセス室から取り出す。
【００６７】
　図13は、図12で示した薄膜パターン形成方法において、第1の薄膜層12を補助電極109の
パターン形状にパターン化したものを示している。図１３における第１の薄膜層は121で
ある。これにより、第1の薄膜層12の剥離時の第1の薄膜層12切断の問題がなくなる。図１
３(a)から図１３(ｇ)までのプロセスは、第１の薄膜層の形状が１２１となっている他は
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、図１２で説明したのと同様である。この場合、図6と図7に示すように、補助電極の断面
形状を順テーパにしたり、逆テーパにすることが可能となる。図６（ｂ）、図６（ｄ）、
および、図７（ｂ）、図７（ｄ）がこの様子を示している。
【００６８】
　支持基板15に発生した衝撃波によって第1の薄膜層121の剥離転送を行っている点が、第
1の薄膜層12、それ自身に発生した衝撃波を利用して剥離転送する第1の実施例と異なって
いる。その他は、第1の実施例と同じであり、同じ効果が得られる。
【実施例３】
【００６９】
　本発明による薄膜パターンの形成方法の第3の実施例を図14に示す。この図は、補助電
極109の形成方法に用いることができる薄膜パターンの形成方法を示した工程フロー図で
ある。11は工程で用いるレーザー光を透過させる透光性支持基板を、12は補助電極109の
構成部材と低抵抗材料からなる第1の薄膜層を、140はレーザー光を吸収する第2の薄膜層
を、1400は透光性支持基板11と第2の薄膜層140、第1の薄膜層12からなるドナー基板を示
している。10は成膜室であることを示しており、薄膜片の転送を伴う薄膜パターン形成に
好適な雰囲気が維持されている。
【００７０】
　図１４(a)において、透光性支持基板11の一方の主表面に工程で用いるレーザー光を吸
収する第2の薄膜層140を形成する。第2の薄膜層140は、Mo、W、Ti、Ni、Ta、Cr、Cu、Au
、Al、Ag、Fe あるいはこれらを含む合金等の金属あるいはこれらを含む合金をスパッタ
法や真空蒸着法、めっき法　等周知の技術を用いて成膜することができる。
【００７１】
　図１４(b)において、第2の薄膜層12上に補助電極109として用いる材料からなる第1の薄
膜層13を形成する。これで補助電極を形成するためのドナー基板1400が出来上がる。第1
の薄膜層12の材料としては抵抗の低いAl等を用いる。
【００７２】
　図１４(c)において、駆動回路基板101上に有機EL素子形成部110を設けた有機EL基板100
とドナー基板1400を所定のギャップで対向させて補助電極形成室10内に設置する。次いで
、100Pa以下の圧力まで真空排気を行い、ドナー基板1400に設けた第1の薄膜層12を前記有
機EL基板に転送する雰囲気を作製する。この雰囲気は、残留ガスの影影響を抑制するため
、高真空であることが望ましい。なお、前記薄膜片の転送雰囲気は大気圧であっても良い
が、転送に対する抵抗が大きくなるとともに、残留ガスの影響を受けることに注意が必要
である。
【００７３】
　図１４(d)において、ドナー基板1400の背面側(第1の薄膜層を形成した面の反対側の面)
からレーザー光LA(たとえば、YAGレーザーの第2高調波、波長:532nm)を第2の薄膜層140の
所定の場所(補助電極パターンを形成する場所)に照射し、衝撃波を誘起する。レーザー光
LAの照射場所は、コンピュータ制御による番地指定で行っても良いし、補助電極パターン
に対応する開口部が設けられた遮光マスクを用いても良い。レーザー光LAの波長としては
第2の薄膜層140に吸収されるものを選択する。
【００７４】
　レーザーとしてはパルスレーザーを用い、第2の薄膜層140の温度上昇を防止し、衝撃波
を発生させるように、パワーとパルス幅、繰り返し周波数を設定する。第2の薄膜層140の
温度上昇を防止し、衝撃波を発生させるためには、第2の薄膜層140によるレーザー光の吸
収率を高くすることによりレーザーパワーを低くすることはもちろんであるが、第2の薄
膜層140に弾性波が発生する繰り返し周波数内でパルス幅を狭くすることが有効である。
【００７５】
　レーザーの照射時間に比べて非照射時間を十分長くすることによって、冷却時間を取れ
るからである。すなわち、レーザー照射によって温度が上昇した部分の冷却が可能になる
からである。また、第2の薄膜層140に衝撃波を発生させるためには、発生する衝撃波の音
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圧により第2の薄膜層140が剥離しないように、第2の薄膜層140と支持基板11の接着強度を
高めなければならない。さらに、第2の薄膜層140のアブレーション閾値が発生する衝撃波
の音圧より十分大きいことが要求される。
図１４(e)において、第2の薄膜層140のレーザー光LAが照射された部分には衝撃波が誘起
され、発生した衝撃波によって、その場所に積層されていた第1の薄膜層12が剥離する。
第1の薄膜層12が剥離して形成された薄膜片13は衝撃波からエネルギーを得て有機EL基板1
00に向かって飛び出す。第2の薄膜層140では、第1の薄膜層12が形成されている面とは反
対側の表面に衝撃波が発生する。そのため、第2の薄膜層140は、発生した衝撃波の振動が
反対側に伝わることができる厚みとする必要がある。膜応力と膜強度、薄膜形成手法を考
えると、0.1～50μmとすれば良い。また、第1の薄膜層12の一部を薄膜片として剥離させ
るためには、第1の薄膜層12と第2の薄膜層140の密着強度が発生する衝撃波の音圧より低
いこと、第1の薄膜層12の膜強度が発生する衝撃波の音圧より高いこと、衝撃波発生境界
での第1の薄膜層12の膜強度が発生する衝撃波の音圧より低いこと、第1の薄膜層12と第2
の薄膜層140の密着強度が支持基板11と第2の薄膜層140の密着強度より低いこと、が要求
される。第1の薄膜層12の一部が剥離して発生した薄膜片13をドナー基板1400から有機EL
基板100に転送するには、ドナー基板1400と有機EL基板を接触させても良い。しかし、効
率よく転送するためには、有機EL基板100とドナー基板1400を接触しないようにして、で
きるだけ接近して対向させることが必要であり、できれば、0.01～0.1mmとするのが好ま
しい。
【００７６】
　図１４(f)において、有機EL基板100に向かって飛び出した薄膜片13はドナー基板1400と
有機EL基板100の間の空間を移動し、有機EL基板100に到達して付着する。これにより、有
機EL基板100上に補助電極109が形成された。
【００７７】
　図１４(g)において、補助電極109を形成した有機EL基板100を成膜室10から取り出し、
次の封止工程に送る。これにより、図9から図11に概略を示した有機ELパネル200が完成す
る。
【００７８】
　図15は、図14で示した本発明による薄膜パターンの形成方法において、レーザー光を吸
収する第2の薄膜層140をパターン化したものであり、第1の実施例で図3に示したものに対
応している。パターン化した第２の薄膜層を141で示す。従って、この場合にも、第1の薄
膜層12のみが剥離し転送されても、パターン化された第2の薄膜層141と第1の薄膜層12の
積層膜が剥離転送されても良い。このようにすることにより、パターン化された第2の薄
膜層141のパターン境界において段差が発生し、このパターン境界での第1の薄膜層12の切
断が容易になる。この効果をより有効にするには、パターン化された第2の薄膜層141のパ
ターンの断面形状を、急峻にするか、逆テーパにすることが望ましい。
【００７９】
　図16は、図14で示した本発明による薄膜パターンの形成方法において、第1の薄膜層12
をパターン化したものを示しており、第1の実施例で図5に示したものに対応している。パ
ターン化した第１の薄膜層を121で示す。これにより、第1の薄膜層12の剥離時の第1の薄
膜層12切断の問題が無くなる。この場合、図6と図7に示すように、補助電極の断面形状を
順テーパにしたり、逆テーパにすることが可能となる。図６(c)、図６(d)、および、図７
(c)、図７(d)がその例を示している。
【００８０】
　以上述べてきたように、本実施例では、レーザー光を透過する支持基板11上にレーザー
光を吸収する第2の薄膜層140と少なくとも1層の導電性薄膜を含む第1の薄膜層12を順次積
層してドナー基板1400とし、パルスレーザー光を照射することによって第2の薄膜層140に
衝撃波を発生させ、このエネルギーによって剥離して形成された第1の薄膜層12の一部分
からなる薄膜片13をドナー基板1400に対向して配置された有機EL基板100に転送・付着さ
せることにより補助電極109を形成している。すなわち、第2の実施例のレーザー光を吸収
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する支持基板を薄膜状にし、透光性支持基板11上に形成したものに対応している。従って
、本実施例の場合にも、第1の実施例と第2の実施例で得られた効果を得ることができる。
【実施例４】
【００８１】
　本発明による薄膜パターンの形成方法の第4の実施例を示す工程フローを図17に示す。
本実施例では、レーザー光を透過する支持基板上に形成する少なくとも1層の導電性薄膜
を含む第1の薄膜層を、レーザーアブレーションによる蒸発が容易な材質とし、レーザー
アブレーションによって第1の薄膜層を蒸発させ、ドナー基板に対向して配置されたデバ
イス基板上に薄膜パターン(補助電極)を形成する。以下に、図17を用いて製造工程につい
て説明する。
【００８２】
　図１７(a)において、使用するレーザー光を透過できる支持基板11を準備する。エキシ
マレーザーやYAGレーザーの第3高調波、第4高調波等、波長が400nm以下の短波長レーザー
を用いる場合には石英板を用いる。YAGレーザーの第2高調波、波長が700～900nmの半導体
レーザを用いる場合には、周知の耐熱ガラスや無アルカリガラス、ソーダガラスを用いる
ことができる。ここでは、YAGレーザーの第2高調波(532nm)を用いることにする。
【００８３】
　図17(ｂ)において、支持基板11上に補助電極109として用いる材料からなる第1の薄膜層
12を形成する。これで補助電極を形成するためのドナー基板1700が出来上がる。この第1
の薄膜層12の材料としては、熱伝導率が低く、比熱が小さく、アブレーション閾値が比較
的低い、Cr、Ti、Ta、Ni等を用いる。
【００８４】
　図１７(c)において、補助電極形成室10内に、駆動回路基板101上に有機EL素子形成部11
0を設けた有機EL基板100とドナー基板1700を所定のギャップで対向させて設置する。次い
で、100Pa以下の圧力まで真空排気を行い、ドナー基板200に設けた第1の薄膜層13を前記
有機EL基板に転送する雰囲気を作製する。この雰囲気は、残留ガスの影響を抑制するため
、高真空であることが望ましい。なお、前記薄膜片の転送雰囲気は大気圧であっても良い
が、転送に対する抵抗が大きくなるとともに、残留ガスの影響を受けることとに注意が必
要である。
【００８５】
　図17(ｄ)において、ドナー基板1700の背面側(第1の薄膜層を形成した面の反対側の面)
からレーザー光LA(たとえば、YAGレーザーの第2高調波、波長:532nm)を第1の薄膜層12の
所定の場所(補助電極パターンを形成する場所)に照射する。レーザー光LAの照射場所は、
コンピュータ制御による番地指定で行っても良いし、補助電極パターンに対応する開口部
が設けられた遮光マスクを用いても良い。レーザー光LAの波長としては第1の薄膜層12に
吸収されるものを選択する。レーザーとしてはパルスレーザーを用い、第1の薄膜層12の
温度上昇を防止するために、パワーとパルス幅、繰り返し周波数を設定する。第1の薄膜
層12のレーザー光LAが照射された場所において、アブレーション蒸発170が発生する。
【００８６】
　図１７(e)において、アブレーション蒸発した蒸発粒子170は、対向して配置された有機
EL基板100の所定の場所に薄膜として堆積される。アブレーション蒸発した蒸発粒子170を
薄膜として有機EL基板100に堆積させるためには、ドナー基板1700と有機EL基板100を接触
させても良い。しかし、効率よく転送するためには、有機EL基板100とドナー基板300を接
触しないようにして、できるだけ接近して対向させることが必要であり、できれば、0.01
～0.1mmとするのが好ましい。
【００８７】
　図１７(f)において、有機EL基板100に向かって飛び出した蒸発粒子170はドナー基板170
0と有機EL基板100の間の空間を移動し、有機EL基板100に到達して付着する。これにより
、有機EL基板100上に補助電極109が形成された。
【００８８】
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　図１７(g)において、補助電極109を形成した有機EL基板100を成膜室10から取り出し、
次の封止工程に送る。これにより、図9から図11に概略を示した有機ELパネル２００が完
成する。
【００８９】
　図18は、図17で示した本発明による薄膜パターン形成方法において、補助電極を形成す
るための第1の薄膜層12としてパターン化した例を示している。パターン化した第１の薄
膜層を121で示す。第1の薄膜層12を所定の形状にパターン形成している以外は図17に示し
たプロセスと同じである。
【００９０】
　実施例1～3では、第1の薄膜層12から剥離した薄膜片を破壊させないで転送し、デバイ
ス基板上に付着させるため、レーザーのエネルギーを低くするかアブレーション閾値の高
い材料を用いることによって、第1の薄膜層12や第2の薄膜層140にアブレーション蒸発が
発生しないようにしている。それに対し、本実施例では、第1の薄膜層12をアブレーショ
ン蒸発させて成膜するもので、真空蒸着類似の技術である。従って、第1の薄膜層12を多
層膜とした場合、本実施例では、同じ積層構造で補助電極109を形成することはできない
。
【００９１】
　図19は、図17で示したレーザーアブレーションを用いた薄膜パターン形成方法の変形例
を示したものである。AlやCuなど、抵抗の低い金属膜などは高融点で、熱伝導性に優れる
ため、レーザーアブレーションで蒸発させると、高いエネルギーが必要となり、膜形成雰
囲気を高温のものにしてしまう。これを解決するため、レーザーアブレーション蒸発のし
やすい第4の薄膜層191を第1の薄膜層12と支持基板11の間に挿入したものである。
【００９２】
　第4の薄膜層191としては、図17の説明で述べた材料(Cr、Ti、Ta、Ni等)やポリイミド等
の有機膜を用いることができる。工程フローは図17に示したものと基本的に同じである。
ただし本実施例では、レーザーアブレーションにより、この第4の薄膜層191をアブレーシ
ョン蒸発させ、このエネルギーによって第1の薄膜12をドナー基板1700から剥離し、ドナ
ー基板に対向して配置されたデバイス基板(有機EL基板100)上に薄膜パターン(補助電極10
9)を形成している。
【００９３】
　この例では、第1の薄膜層12と第4の薄膜層191をべた膜としているが、パターン化して
用いても差し支えない。図15に示したドナー基板300と同様の構成において、パターン化
された第2の薄膜層141をアブレーション蒸発させると、第2の薄膜層141のパターン境界で
の第1の薄膜層12の切断が容易になり、デバイス基板(有機EL基板100)上へのパターン形成
が確実になる。本実施例では、第4の薄膜層のアブレーション蒸発がエネルギー源となっ
ており、第1の薄膜層12の剥離・転送・付着が補助電極形成の基本プロセスとなっている
。
【実施例５】
【００９４】
　図20は、本発明による薄膜パターン形成方法で形成した補助電極109による有機EL素子
の上部電極108(第2の電極)の抵抗低減効果を高めるための有機ELパネル200の第1の構造例
を要部平面図で示したものである。図20のA-B断面を図21(a)に、図20のC-D断面を図２１(
b)に示す。この例では、回路基板内の電気回路と接続された第3の電極1080を有機ELパネ
ル200の表示領域内の第2の電極(上部電極108)とは離間して設け、第2の電極(上部電極108
)より低い電気抵抗を有する材料からなる補助電極109により前記第2の電極108と前記第3
の電極1080を電気的に接続している。
【００９５】
　図22と図23は図20と図21図に示した第1の構造例の変形例を示すもので、補助電極109を
断続して形成した場合の例である。なお、図22は要部平面図を、図23(a)は図22のA-B断面
を、図23（ｂ）は図22のC-D断面を示す。図２２および図２３の構造によれば、補助電極
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の長さを小さくすることが出来、補助電極109となる薄膜片の、レーザーによる転送が容
易になる。
【００９６】
　かかる構成によれば、駆動回路基板内の電気回路と接続された第3の電極1080と上部電
極108のパターン側壁と補助電極109が接触することになり、この部分での電界集中により
第3の電極1080と補助電極109の接触抵抗と上部電極108と補助電極109の接触抵抗を低くで
きる。すなわち、上部電極108の補助電極109による低抵抗化の効果が得られる。
【実施例６】
【００９７】
　図24は、本発明による薄膜パターン形成方法で形成した補助電極109による有機EL素子1
00の上部電極108(第2の電極)の抵抗低減効果を高めるための有機ELパネル200の第2の構造
例を要部平面図で示したものであり、図25(a)は図24に示した要部平面図のA-B断面を、図
25(b)は図24に示した要部平面図のC-D断面を示す。
【００９８】
　この例では、有機ELパネル200の表示領域内の第2の電極(上部電極108)を分割し、第2の
電極より低い電気抵抗を有する材料からなる補助電極109により、分割された第2の電極(
上部電極108)間を電気的に接続している。第2の電極108は該電極のパターン側壁の延伸方
向と補助電極109の延伸方向がほぼ直交するように分割されている。
【００９９】
　本実施例の場合、分割された上部電極108のパターン側壁と補助電極109を接触させるこ
とにより、補助電極109による上部電極108の接触抵抗低減の効果を高めている。この場合
にも、上部電極108のパターン側壁と補助電極109の間の電界集中が接触抵抗低減の理由と
なっている。
【実施例７】
【０１００】
　図26は、本発明による薄膜パターン形成方法で形成した補助電極109による有機EL素子1
00の上部電極108(第2の電極)の抵抗低減効果を高めるための有機ELパネル200の第3の構造
例を要部平面図で示したものであり、図27(a)は図26に示した要部平面図のA-B断面を、図
27(b)は図26に示した要部平面図のC-D断面を示す。
【０１０１】
　この例では、有機ELパネル200の表示領域内の第2の電極(上部電極) 108を分割し、第2
の電極より低い電気抵抗を有する材料からなる補助電極109により、分割された第2の電極
(上部電極) 108間を電気的に接続している。第2の電極108は該電極のパターン側壁の延伸
方向と補助電極109の延伸方向がほぼ平行するように分割されている。
【０１０２】
　本実施例の場合、分割された上部電極108のパターン側壁と補助電極109を接触させるこ
とにより、補助電極109による上部電極108の接触抵抗低減の効果を高めている。この場合
にも、上部電極108のパターン側壁と補助電極109の間の電界集中が接触抵抗低減の理由と
なっている。実施例7とは、第2の電極108の分割方向が異なっている。
【実施例８】
【０１０３】
　本発明による薄膜パターンの形成方法を配線基板の配線の断線補修に適用した例を図28
に示す。図28(a)のA-B断面図が図28(b)である。281は半導体チップやコンデンサ等の電子
部品を搭載する配線基板を、282は配線基板281上に設けられた配線パターンを表している
。配線パターン282には断線箇所284が存在しており、この断線箇所284が補修配線283によ
って補修され、配線パターン281の断線が解消されている。
【０１０４】
　レーザーを照射することによって、ドナー基板から薄膜片を有機EL基板に付着させる、
本発明による薄膜パターンの形成方法はこのような補修配線の形成方法としても適用でき
る。これにより、配線基板281の歩留まりを上げることができ、製造コスト低減に寄与で
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【図面の簡単な説明】
【０１０５】
【図１】トップエミッション型有機ＥＬ表示装置の平面図である。
【図２】トップエミッション型有機ＥＬ表示装置の断面図である。
【図３】実施例１の第１のプロセスフローである。
【図４】実施例１の第２のプロセスフローである。
【図５】実施例１の第３のプロセスフローである。
【図６】下部電極の断面の第１の態様である。
【図７】下部電極の断面の第２の態様である。
【図８】補助電極を上部電極よりも下に形成した例を示す断面図である。
【図９】有機ELパネルの第１の封止構造である。
【図１０】有機ELパネルの第２の封止構造である。
【図１１】有機ELパネルの第３の封止構造である。
【図１２】実施例２の第１のプロセスフローである。
【図１３】実施例２の第２のプロセスフローである。
【図１４】実施例３の第１のプロセスフローである。
【図１５】実施例３の第２のプロセスフローである。
【図１６】実施例３の第３のプロセスフローである。
【図１７】実施例４の第１のプロセスフローである。
【図１８】実施例４の第２のプロセスフローである。
【図１９】実施例４の第３のプロセスフローである。
【図２０】実施例５の第１の形態を示す平面図である。
【図２１】図２０の断面図である。
【図２２】実施例５の第２の形態を示す平面図である。
【図２３】図２２の断面図である。
【図２４】実施例６を示す平面図である。
【図２５】図２４の断面図である。
【図２６】実施例７を示す平面図である。
【図２７】図２６の断面図である。
【図２８】実施例８を示す模式図である。
【符号の説明】
【０１０６】
　１０…プロセス室、１１…透明支持基板、　１２…導電性薄膜層、　１３…薄膜片、　
１４…下地薄膜層、　１５…下地箔、支持基板、　１００…有機EL基板、　１０１…駆動
回路基板、　１０２…平坦化層、　１０３…下部電極、　１０４…バンク、　１０５、１
０６R、１０６G、１０６B、１０７…有機EL膜、　１０８…上部電極、　１０９…補助電
極、　１１０…有機ＥＬ素子形成部、　１１１…内部配線、　１１２…スルーホール、　
１１３…封止ガラス、　１１４…樹脂シート、　１１５…薄膜封止層、　１２１…パター
ン化された第１の薄膜層、　１４０…第２の薄膜層、　１４１…パターン化された第２の
薄膜層、　１７０…アブレーションによる蒸発粒子、　１９１…蒸発し易い薄膜層、　２
００…有機ELパネル、　２８１…配線基板、２８２…配線パターン、２８３…補修配線、
２８４…断線部、２８１…配線基板、２８１…配線基板、２８１…配線基板、３００…ド
ナー基板、１０８０…第３の電極、１２００、１４００、１７００…ドナー基板。
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